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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5) Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper 

© Die Erfindung betrifft ein Gehause fur zumindest einen 
Halbleiterkorper, wobei der Halbleiterkorper (2) eine erste 
und zweite Oberflache (4, 8), eine den Halbleiterkorper (2) 
umfassende Randflache (7) und eine Vielzahl von Kon- 
taktstellen (3) an der ersten Oberflache (4) aufweist, mlt 
einer Vielzahl von Anschlufcelementen (5), die minde- 
stens teilweise mit den Kontaktstellen (3) des Halbleiter- 
korpers (2) kontaktiert sind und uber die der Halbleiterkor- 
per (2) mit einer Leiterplatte (10) elektrisch kontaktierbar 
ist, wobei das Gehause (1) den Halbleiterkorper (2) min- 
destens an der ersten Oberflache (1) und an der Randfla- 
che (7) abdeckt. Das erfindungsgemafte Gehausebauteil 
(19) ist gekennzeichnet durch einen zweiteiligen Aufbau 
des Gehauses (1), wobei der erste Teil des Gehauses (1) 
aus einem dunnen Stutzrahmen (6) besteht, der die Rand- 
flache (7) des Halbleiterkorpers (2) vollstandig umfafct, 
und der zweite Teil des Gehauses (1) einen Deckel (9) auf- 
weist der flachendeckend die zweite Oberflache (8) und 
zumindest teilweise die obere Kante des Stutzrahmens (6) 
uberdeckt ErfindungsgemafJ weist die Masse des Stutz- 
rahmens eine sehr viel hohere Viskositat auf als die Mas- 
se des Deckels. Der Stutzrahmen dient bei der Herstellung 
des Gehauses als FliefSstopp fur die Abdeckmasse. Durch 
derartige sogenannte PBCSP-Gehause lassen sich Ge- 
hausebauteile herstellen, die ein optimales Chip/Gehau- 
severhaltnis aufweisen. Des weiteren weisen diese Ge- 
hausebauteile den Vorteil auf, daB sie gegenuber ... 
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Btschrcibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehause fur zu- 
mindest einen Halbleiterkorper, 

- wobei der Halbleiterkorper eine erste und zweite 
Oberflache. eine den Halbleiterkorper umfassende 
Randflache und eine Vielzahl von Kontaktstellen an 
der ersten Oberflache aufweist, 

- mit einer Vielzahl von AnschluBelementen, die min- 
destens teilweise mit den Kontaktstellen des Halblei- 
terkorpers kontaktiert sind und iiber die der Halbleiter- 
korper mit einer Leiterplatte elektrisch kontaktierbar 
ist, 

- wobei das Gehause den Halbleiterkorper mindestens 
an der ersten Oberflache und an der Randflache ab- 
deckt. 

Eine derartige, nachfolgend kurz als "Gehausebauteil" 
bezeichncte Einhcil kann beispielsweise ein Spcicherbau- 
stein sein, der beispielsweise zur Montage auf einer Leiter- 
plattenanordnung vorgesehen ist. 

Bei komplexen Halbleiterkorpem, insbesondere bei Spei- 
cherbausteinen, nimmt die Anzahl der extemen Kontakte. 
den sogenannten I/O-Ports, immer mehr zu. Es sind heute 
Chips mit mehr als tausend I/O Ports realisiert, moglich sol- 
len einige tausend I/O- Ports werden. Urn dieser A nforrie- 
rung gerecht zu werden, werden bei derartigen Gehausebau- 
teilen aus Platzgrunden die I/O- Ports iiblicherweise nicht 
mehr seitlich am Chiprand herausgefuhrt, sondern die Kon- 
takte werden von einer Oberflache des Halb lei terkorpers 
herausgefuhrt. Da die AnschluBpads nicht am Chiprand pla- 
ziert sein miissen, kann das Signal vorteilhafterweise direkt 
an der S telle aus dem Chip herausgefuhrt, wo es erzeugt 
wird. Durch diese extrem kurzen Wege erweisen sich derar- 
tige Bauelemente - insbesondere fur hochfrequente Anwen- 
dungen - als vorteilhaft. AuBerdem bietet ein derartiges 
Bauelement die geringste Einbauflache wegen der kleineren 
AnschluBpads. 

Ein derartiger Baustein kann beispielsweise ein soge- 40 
nannter Flip-Chip-Baustein sein. Der Flip-Chip- Baustein ist 
nicht gehaust und gehort zur Kategorie der Nacktchips (eng- 
lisch: bardie). Die hier verwendete Verbindungstechnologie 
wird C4 genannt und steht fur Control-Collapse-Chip-Con- 
nection. Die C4-Technologie wird seit iiber zwanzig Jahren 45 
in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt. 

Fig. 1 der Zeichnung zeigt einen gebondeten Flip-Chip- 
Baustein. An der Vorderseite 4 eines Halblei terkorpers 2 be- 
finden sich gebondete AnschluBelemente 5. Ober diese An- 
schluBelemente 5 laBt sich der Halbleiterkorper 2 mit einer 50 
Leiterplatte 10 verbinden. Im vorliegenden Beispiel sind die 
AnschluBelemente kugelformig ausgebildet. Die kugelior- 
migen AnschluBelemente konnen beispielsweise in Ball- 
Grid- Array (BGA)-Technologie an den Silicium-Chip ge- 
bondet sein. An den nicht kontaktierten Bereichen der Chip- 55 
vorderseite 4 ist eine Passivierungsschicht 13 aufgebracht. 
Da die in Flip-Chip-Technologie hergestellten Halbleiter- 
korper kein Gehause aufweisen, ist hier das Chip/Gehause- 
Verhaltnis optimal. Derartige Bauteile lassen sich jedoch 
prozeBtechnisch, insbesondere beim Transport, auBerst 60 
schwierig handhaben. Dies hat zwangslaufig eine erhohte 
AusschuBrate zur Folge. Des weileren sind derartige Bau- 
elemente auBeren Einfliissen, wie mechanischem StreB, 
Feuchtigkeit, Temperatureinfliissen, ungeschutzt ausgesetzt. 
Ein nicht gekapselter Baustein laBt sich nach der Herstel- 65 
lung auBerdem nicht mehr lasermarkieren. 

Ein weiteres Gehause fur einen Halbleiterkorper der ein- 
gangs genannten Art ist in Fig. 2 gezeigt. Gleiche bezie- 
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hungsweise funktionsgleiche Bauelemente sind mit glei- 
chen Bezugszeichen versehen. Fig. 2 zeigt einen Halbleiter- 
korper 2, an dessen Vorderseite 4 AnschluBelemente 5 ge- 
bondet sind. Die Randflache 7 und die Chipriickseite 8 sind 
5 jeweils von eincm Gehause 1 ummantelt. Die nicht kontak- 
tierten Bereiche der Chip vorderseite 4 konnen, wie im vor- 
liegenden Beispiel gezeigt, durch eine Passivierungsschicht 
13 bedeckt sein. t)ber die AnschluBelemente 5, die im vor- 
liegenden Beispiel kugelformig ausgebildet sind, ist der 
10 Halbleiterkorper 2 mit einer Leiterplatte 10 verbindbar. Das 
Gehause 1 wird iiblicherweise durch Anpressen einer 
KunststofFmasse an den Halbleiterchip hergestellt. 

Eine derartiges Gehausebauteil 19 ist als Chip-Scale-Pak- 
kage (CSP). oft auch als Chip-Size-Package, bekannt. Diese 
15 Technologie scheint dafur geeignet zu sein. den Technolo- 
giesprung zur Flip-Chip-Montage zu uberbrucken, da hier 
einige Nachteile der Flip-Chip-Technik umgangen werden. 
Wie schon der Name bezeichnet, ist dieses Gehause um ei- 
nen bestimmten Faktor groBer als der Chip. GemaB dem 
20 Normierungsvorschlag darf ein Gehause nur dann als CSP- 
Gehause bezeichnet werden, wenn es maximal um den Fak- 
tor 0.2 groBer ist als der Chip selbst. Dieser Wert spiegelt 
sich im Vernal tnis Gehauseflache zu Chipflache wieder. 
CSP-Gehause weisen gegenuber Flip-Chip-Bausteinen 
25 die Vorteile auf, daB sie gegenuber Schaden beim Transport, 
Herstellung oder gegenQber sonstigen auBeren Einflussen 
geschiitzt sind. AuBerdem lassen sich CSP-Gehause laser- 
markieren. Allcrdings weisen CSP-Gehausebauteile gegen- 
uber Flip-Chip-Bauteilen den Nachteil eines Chip/Gehause- 
30 Verhaltnis von < 1 auf. AuBerdem ist die Kapselung eines 
Kunststoffgehauses oft sehr komplizicrt und sehr teuer. Der- 
artige Bauelemente weisen auch eine hohere AusschuBrate 
auf, da es beispielsweise durch einen asymmetrischen FluB 
der KunststofFmasse bei der Herstellung des Gehauses zu 
35 Defekten wie Hohlraumen oder feinsten Lochem im Kunst- 
stoff kommen kann. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es daher die 
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Gehause fur einen 
Halbleiterkorper anzugeben, das ein im Vergleich zur CSP- 
Technologie deutlich hoheres Chip/Gehause- Verhaltnis auf- 
weist und das auf einfache Weise und kostengunstig her- 
stellbar ist sowie die obigen Nachteile nicht aufweist. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch ein Gehause 
fur zumindest einen Halbleiterkorper der eingangs genann- 
ten Art gelost, das dadurch gekennzeichnet ist, daB das Ge- 
hause zweiteilig ausgefuhrt ist, . 

- wobei der erste Teil des Gehauses aus einem diinnen 
Stutzrahmen besteht, der die Randflache des Halblei- 
terkorpers vollstandig umfaBt, und 

- der zweite Teil des Gehauses einen Deckel aufweist, 
der flachendeckend die zweite Oberflache und zumin- 
dest teilweise die obere Kante des Stiitzrahmens iiber- 
deckt. 

Derartige ertindungsgemaBe Gehausebauteile werden 
nachfolgend als PBCSP-Gehause (Polymer Bumper Chip 
Scale Package) bezeichnet. 

Mit der vorliegenden Erfindung lassen sich samtliche 
Vorteile der Flip-Chip-Technologie und der CSP-Technolo- 
gie auf einfache Weise vereinen, ohne die damit einherge- 
henden Nachteile in Kauf zu nehmen. 

Der wesentliche Vorteil der vorliegenden Erfindung Uegt 
darin, daB das erfindungsgemaBe zweiteilig aufgebaute 
PBCSP-Gehausebauteil aufgrund des sehr diinnen Stiitzrah- 
mens ein optimiertes Chip/Gehause- Verhaltnis aufweisi. 
Dabei laBt sich das Gehause auf einfache Weise und'sehr ko- 
stengiinstig herstellen. 
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Ferner ist das gefertigtc Gehausebauteil gegenuber auBe- 
ren Einfliissen sowie gegenuber Schaden bei Transpon und 
Herstellung geschiitzt. Das fertige Gehausebauteil lafit sich 
vorteilhafterweise lasermarkieren. 

Das Material des Stiitzrahmens weist iiblicherweisc eine 
sehr hohe Viskositat auf. Typischerweise ist die Stiitzmasse 
bei Raumtemperatur auBerst konsistent. Hingegen weist die 
Masse des Deckels eine sehr viel niedrigere Viskositat als 
die Stiitzmasse auf. Ublicherweise wird die Sliilzmasse zu- 
erst aufgebracht und dient beim nachsten ProzeBschritt als 
RieBstop fur die Masse des Deckels. Auf diese Weise wird 
verhindert, daB. die bei der Herstellung aufgebrachte und 
noch fliissige Deckelmasse uber den Rand der Halbleiter- 
korper flieBt. 


hausc; und 

Fig. 4 ein bevorzugtes Merstellungsverfahren fur ein er- 
hndungsgemaBes PBCSP-Gehause anhand von vierProzeB- 
schritten. 

Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemaBes PBCSP-Gehause. 
Gleiche bzw. funktionsgleiche Elemente werden entspre- 
chend der Fig. 1 und 2 mit gleichen Bezugszeichen verse- 
hen. 

Das Gehausebauteil in Fig. 3 zeigt ein Gehause 1, das ei- 
nen Halbleiterkorper 2 umfaBt. Der Halbleiterkorper 2 kann 
beispie Is weise ein Siliziumchip sein. An der ersten Oberfla- 
che 4 des Halbleiterkorpers 2 befinden sich Kontaktstellen 
3. Uber diese Kontaktstellen 3 laBt sich der Halbleiterkorper 
2 elektrisch kontaktieren. Im vorliegenden Beispiel werden 


Als Stiitzmasse wird ublicherweise ein Polymer verwen- 15 die Kontaktstellen 3 des Halbleiterkorpers 2 durch zum Teil 

del. Das Polymer weist bei Raumtemperatur eine sehr hohe kugelformige AnschluBelemente 5 kontaktiert. Die nicht 

Viskositat auf und ist somit unter Normal bedingungen au- kontaktierten Bereiche der ersten Oberflache 4 sind im vor- 

Berst konsistent. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft. liegenden Beispiel durch eine Passivierungsschicht zum 

wenn das Gehause zwischen den ProzeBschritten maschinell Schutz der Oberflache bedeckt. Uber die AnschluBelemente 

iransporticrt oder gehandhabt wird. Als Stiitzmasse konnen 20 5 laBt sich der Halbleiterkorper 2 mil entsprechenden Kon- 


□uch andere gangige Kunststoffe oder ahnliche Materialien, 
die bei Raumtemperatur eine sehr hohe Viskositat aufwei- 
sen. verwendet werden. 

Als Deckelmasse wird typischerweise ein sogenanntes 
Glob-Top verwendet. Das Glob-Top kann beispiels weise ein 25 
Epoxidharz oder ein gangiges anderes Harz sein. Es ist auch 
denkba r, als Glob -Top eine gelartige Substanz oder etwas 
ahnliches zu verwendcn. 

Typischerweise sind die nicht mit Kontaktstellen versehe- 
nen Bereiche an der Chipvorderseite durch eine Passivie- 30 
rungsschicht geschiitzt. Auf diese Weise wird die Chipvor- 
derseite vor Umwelteinflussen, wie Feuchtigkeit. mechani- 
schen StreB. Korrosion, etc. geschiitzt. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Bereiche zwischen 


takten einer Leiterplatte 10 elektrisch verbinden. Im vorlie- 
genden Beispiel sind die Bereiche zwischen dem Gehause- 
bauteil 19 und der kontakuerten Leiterplatte durch einen 
Fiillstoff 12 aufgefullt. 

Das Gehause 1 umfaBt den Halbleiterkorper 2 in der 
Weise, daB die Randflache 7 des Halbleiterkorpers 2 sowie 
die zweite O berflach e 8 vom Gehause 1 uberdeckt werden . 
ErfindungsgemaB besteht das Gehause 1 aus einem Stiitz- 
rahmen 6 und einem Deckel 9. 

Dabei umhullt der Stutzrahmen 6 ganz flachig die Rand- 
flache 7 des Siliziumchips 2. Der Stutzrahmen 6 weist eine 
Breite 11 auf. Erftndungswesentlich ist jedoch, daB der 
Stutzrahmen 6 am Rand des Siliziumchips 2 sich von der 
zweiten Oberflache 8 abhebt. Auf der Seite der ersten Ober- 


den AnschluBelemcnten und der Leiterplatte durch einen 35 flache 4 schlieBt der Stutzrahmen 6 typischerweise jedoch 


Fiillstoff aufgefullt sind. Auf diese Weise werden insbeson- 
dere die Kontaktanschliisse geschiitzt. Briiche der An- 
schluBelemente. die zu einer Fehlfunktion des Halbleiter- 
bauelements fuhren, konnen durch diese MaBnahme ver- 
mieden werden. 

Ein einfaches und bevorzugtes Herstellungsverfahren der 
erfindungsgemaBen Gehausebauteile ist im Unteranspruch 8 
angegeben. 

Bei der Herstellung der Gehausebauteile ist es zwingend 


nicht notwendigerweise mit der ersten Oberflache 4 ab. 

An der zweiten Oberflache 8 des Siliziumchips 2 uber- 
deckt der Deckel 9 ganzflachig den Siliciumchip 2. Der 
Deckel 9 kann dabei teilweise auch den Stutzrahmen 6 iiber- 
decken. 

Der Querschnitt des Stiitzrahmens 6 hat idealerweise die 
Form eines Rechtecks mit der Breite 11. Dies ist aber nicht 
zwingend notwendig. Tatsachlich ist die Form des Quer- 
schnitts des Stiitzrahmens 6 abhangig von Materialeigen- 


notwendig, daB die Oberflachen der Halterung, die mit dem 45 schaften bzw. von der angewendeten Technologic 


Gehausebauteil in Beriihrung kommen konnen, aus nicht- 
haftendem Material bestehen. Ansonsten wurden die gerade 
gefertigten Gehauseteile beim Herauslosen aus der Halte- 
rung moglicherweise beschadigt werden. 

Als nichthaftendes Material sollte ein Material verwendet 
werden, das bei hohen Temperaturen nicht mit dem Material 
des Gehausebauteils, reagiert. Typischerweise wird als 
nichthaftendes Material Teflon verwendet. Es ist jedoch 
auch denkbar, jedes andere Material mit ahnlichcn Material- 
eigenschaften zu verwenden. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Halterung fur die 
Gehausebauteile aus einer m x n-Matrix besteht. Auf diese 
Weise lasscn sich mchrere Gehausebauteile gleichzeitig pro- 
zessieren, wodurch sich die Herstellungskosten der Gehau- 
sebauteile drastisch senken lassen. 

Nachfolgend wird die Funktion der erfindungsgemaBen 
Anordnung anhand der in den Rguren derZeichnung ange- 
gebenen Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 einen Halbleiterkorper mit Flip-Chip- Technologie 
nach dem Stand der Technik; 

Fig. 2 ein Beispiel fur ein CSP-Gehause nach dem Stand 
der Technik; 

Fig. 3 ein erfindungsgemaBes sogenanntes PBCSP-Ge- 


50 


55 


Erfindungswesentlich ist, daB der Stutzrahmen 6 sehr 
dtinn ist, um so ein moglichst opti males Chip-Gehause-Ver- 
haltnis zu gewahrleisten. Je nach angewendeter Technologie 
und Material des Stiitzrahmens 6 ist es so moglich, daB der 
Stutzrahmen 6 eine Breite 11 von wenigen urn aurweist. Da- 
mit lassen sich Gehausebauteile 19 mit einem Chip-Ge- 
hause-Verhaltnis von etwa eins realisieren. 

Des weiteren ist es sehr wichtig. daB der Deckel 9 mog- 
lichst flach ausgebildet ist, um den Anforderungen einer Aa- 
chen Gehausebaureihe zu entsprechen. 

ErfindungsgemaB konnen diesen Anforderungen in der 
Weise entsprochen werden, daB die Masse des Stiitzrahmens 
6 eine sehr hohe Viskositat aufweist. wahrend die Masse des 
Deckels eine sehr viel niedrigere Viskositat aufweist. Bei 
60 der Herstellung wird zunachst der Stutzrahmen 6 hergestellt. 
AnschlieBend wird auf die Chipruckseite 8 der Deckel 9 auf- 
gebracht. Der Stutzrahmen 6 bildet dabei einen FlieBstop fur 
die niederviskose Masse des Deckels 9. 

Typischerweise wird als Material des Stiitzrahmens 6 ein 
65 Polymer oder ein gangiges Kunststoffmaterial verwendet. 
Die Masse des Stiitzrahmens 6 wird bei hoher Temperatur 
aufgebracht. Bei Raumtemperatur hat die Masse 1 des Stutz- 
rahmens 6 vorteilhafterweise ihre hochste Viskositat und ist 
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auBerst verformungskonsistent. 

Das Material des Deckels 9 ist typischenveise ein gangi- 
ges, sogenannies Glob-Top-Material oder ein gelartiges Ma- 
terial mit ahnlichen Materialeigenschaften. Die Deckel- 
masse wird ebcnfalls bci hoher Temperatur aufgebracht, ly- 
pischerweise durch AufgieBen, Aufspritzen. Abtropfen, 
oder ahnlichem. Auf diese Weise wird gewahrleistet. daB die 
Deckelmasse gleichformig und flachendeckend sich uber 
die Oberflache des Siliziumchips verteili. Zur gleichmaBi- 


chen Innenwand 15 der Haltcrung 14 beabstandet ist. Der 
Abstand zwischen dem Rand 7 des Siliziumchips 2 und der 
Innenwand der Halterung 14 definiert einen Spalt 16 mit der 
Breite 11. Der Spalt 16 weist ty pischerweise aber nicht not- 
wendigerweise eine konstante Breite 11 auf. 

Nach dem Positionieren des Siliziumchips 2 auf der Hal- 
terung 14 wird entsprechend Fig. 4 (B) in den Spalt 16 die 
Stutzmasse 20 maschinell eingebracht. Dies kann durch 
Einspritzen bzw. AufgieBen bei geeigneter Temperatur er- 


gen Verteilung kann der Siliziumchip 2 auch auf einem Ro- to folgen. Da die Stutzmasse 20 typischerweise eine sehr hohe 


tation-Chuck bei hoher Drehzahl gedreht werden. Nach dem 
Erkalten erhoht sich die Visikositat, wodurch der Deckel 
verformungskonsistenter wird. Jedoeh erreicht der Deckel 9 
nicht die Harte des Stutzrahmens 6. 

Damit der Stiitzrahmen 6 und der Deckel 9 bei Tempera- 15 
turschwankungen ihre Form beibehalten, erfolgt anschlie- 
Bend ein Aushartschritt. Dahei wird durch ein Temperatur- 
schritt der Stiitzrahmen 6 und der Deckel 9 ausgehartet. 
Beim Ausharten wird die Viskositat der noch zahflussigen 


Viskositat bei Raumtemperatur aufweist, ist fur das Aufbrin- 
gen der Stutzmasse 20 eine sehr hohe Temperatur, ublicher- 
weise einige 100°C, erforderlich. Der Spalt 16 wird dabei 
bis uber die Oberflache 8 des Siliziumchips 2 hinaus aufge- 
fullt. 

Nachdem der Spalt 16 mit der Stutzmasse 20 aufgefullt 
wurde. erfolgt ublicherweise ein Temperaiurschritt zum 
Ausharten. Dieser Aushartschritt ist notwendig, damit der 
Stiitzrahmen 6 des Gehausebauteils 19 formkonsistent 


Abdcckmasse und Stutzmasse sehr stark erhoht. Dieser 20 bleibt. Das Ausharten des Stutzrahmens 6 erfolgt typischer- 


Temperaturschritt erfolgt typischerweise fur eine Stunde bei 
100°C Ofememperatur. Es ist jedoch auch denkbar die Aus- 
hartung durch UV-Licht durchzufuhren. 

Die Verwcndung eines FullstofFes 12 zwischen Gehause- 
bauteil und Leiterplatte 10 ist nicht zwingend notwendig. 25 
Aus mechanischen und elektrischen Grtinden ist die Ver- 
wendung eines FullstofTes 12 jedoch vorz uziehen. da da- 
durch beispielsweise Kontaktbriiche durch mechanischen 
StreB vermieden werden. Des weiteren werden die An- 
schluBelemente 5 und AnschluBpads vor Korrosion durch 30 
Feuchligkeit geschiitzt. 

Typischerweise sind die AnschluBelemente des Gehauses 
1 derart angeordnet, daB sie mit entsprechenden AnschluB- 
elementen 5 an der Leiterplatte 10 kontaktierbar sind. Be- 


weise bei hoher Temperatur. Jedoch ist darauf zu achten, daB 
die Ausharttemperatur unterhalb der Schmelztemperatur der 
AnschluBelemente 5 bzw. der Kontaktstellen 3 und Metalli- 
sierungen liegt. 

Das Ausharten der StUtzmasse 20 kann jedoch auch durch 
sogenanntes Schne 11 ausharten in Luft bei Raumtemperatur 
bzw- bei leicht erh ohter Temperatur ert'olgen. Je nach.Mate- 
rial des Stutzrahmens ist auch ein Ausharten durch UV- 
Licht denkbar. 

In jedem Fall ist es vorteilhaft, wenn das Ausharten in Va- 
cuum erfolgt, um so eingeschlossene Luftblasen entfernen 
zu konnen. 

Entsprechend Fig. 4 (C) wird anschlieBend auf die Ober- 
flache 8 des Siliziumchips 2 gleichmaBig die Abdeckmasse 


sonders vorteilhaft ist es bei Verwcndung eines BGA-Ge- 35 21 fur den Deckel 9 aufgebracht. Die Abdeckmasse 21 hat 


hauses. wenn die AnschluBelemente kugelformige Bereiche 
aufweisen. Durch die kugelfbrmigen AnschluBelemente 5 
ist es auf einfache Weise moglich, Lotverbindungen zwi- 
schen dem Halbleiterkorper 2 und der Leiterplatte 10 herzu- 
stellen. 

Der Deckel 9 dient vor allem dem mechanischen Schutz 
der Oberflache bzw. zum Schutz vor Feuchtigkeit und vor 
auBeren Einfliissen. Der Deckel 9 ist jedoch nicht dafiir ge- 
eignet, daB das Gehausebauteil 19 an der Oberflache des 
Deckels 9 beispielsweise fur den maschinellen Transport ge- 
handhabt wird. Hierfur ist der Stutzrahmen 6 vorgesehen. 
dessen Konsisienz sehr viel harter ist als die des Deckels 9. 
Der Stutzrahmen 6 ist dafiir geeignet, das Gehausebauteil 19 
beispielsweise maschinell zu transportieren. ohne daB das 


dabei eine sehr viel niedrigere Viskositat als die Masse 20 
des Stutzrahmens 6. Aus diesem Grund laBt sich die Ab- 
deckmasse 21 vorteilhafterweise bei sehr viel niedrigerer 
Temperatur aufbringen als die Masse 20 des Stutzrahmens 
40 6. Die Abdeckmasse 21 kann dabei je nach ProzeBmaschine 
entweder aufgeschleudert, aufgespritzt, aufgegossen, etc. 
werden. Das Ausharten des Deckels 9 erfolgt typischerweise 
ahnlich wie das Ausharten der Stutzmasse 20. 
Nachdem die Gehausebauteile 19 ausreichend ausgehar- 
45 tet sind, konnen sie aus der Halterung 14 herausgestoBen 
werden (siehe Fig. 4 (D)). Zum HerausstoBen der Gehause- 
bauteile 19 aus der Halterung 14 sind dabei Auswurflocher 
18 im Boden der Halterung 14 vorgesehen. Eine Draufsicht 
der Halterung ist aus Fig. 4 (E) ersichtlich. Durch Herauf- 
Gehausebauteil 19 durch den Transport oder durch sonstige 50 fahren von Stiffen durch diese Auswurflocher 18 laBt sich 
Handhabung Schaden nimmt. das Gehausebauteil 19 von der Halterung 14 abstoBen. 

Nachfolgend wird ein vorteilhaftes Herstellungsverfahren Zu diesem Zweck ist es zwingend notwendig, daB alle 

fur die erfindungsgemaBen PBCSP-Gehausebauteile anhand Oberflachen der Halterung 14, die mit dem Gehausebauteil 
von Fig. 4 der Zeichnung nahcr erlautert. Gleiche bzw. in Beriihrung kommen konnen, insbesondere die Innen- 
funktionsgleiche Elemente sind entsprechend Fig. 3 mit 55 wande 15 der Halterung 14, aus nichthaftendem Material 
gleichen Bezugszeichen versehen. bestehen. Ansonsien wurden die gerade aufgebrachten Ge- 

Fig. 4 (A) zeigt den Querschnitt einer Halterung 14 fur hauseteile 19 durch das HerausstoBen aus der Halterung 14 
ein mit AnschluBelementen 5 versehencn Siliziumchip 2. moglicherweise wieder abgelost werden. 
Am Boden der Halterung 14 sind Kontaktelementelocher 17 Als nichthaftendes Material sollte ein Material verwendet 
zur Aufnahme der AnschluBelemente 5 des Siliziumchips 2 60 werden, das physikalisch bzw. chemisch nicht mit dem Ma- 
vorgesehen. Der Durchmesser der Locher 16 fur die An- terial des Gehausebauteils 19, insbesondere bei hohen Tem- 
schluBelcmente 6 ist dabei typischerweise marginal groBer peraturen, reagiert. Des weiteren sollte das nichthaftende 
als der Durchmesser der AnschluBelemente 5. Material bei den angewendeten hohen ProzeBtemperaturen 

Die Innenwande der Halterung 14 sind ganzflachig mit ei- konsistent bleiben. Typischerweise wird als nichthaftendes 
nem 5 nicht haftenden Material 15 bedeckt. Als nicht haf- 65 Material Teflon verwendet. Es ist jedoch auch denkbar, je- 
tendes Material wird typischerweise Teflon verwendet. Der des andere Material zu verwenden, das obige Anforderun- 
Siliziumchip 2 ist in der Halterung 14 in der Weise angeord- gen erfullL 

net, daB die Randflache 7 des Siliziumchips 2 von der seitli- AnschlieBend konnen die Gehausebauteile 19 elektrisch 
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bzw. funkiional getcstet werdcn. Getesteic Gehausebauteile 
19 werden dann typischerweise durch ein Lasermarkiergerat 
gekennzeichnet. 

Je nach Anforderungen werden die Gehausebauteile 19 
ansehlieBend auf eine Leiterplaue 10 bzw. eine Ptatinc kon- 
laktiert. Es erweist sich hierbei als vorteilhaft. wenn die Be- 
reiche zwischen Gehausebauteil 19 und Platine bzw. Leiter- 
plaue 10 durch ein gangigen FullstofT12 aufgefullt werden. 
Durch diese MaBnahme wird gewahrleisteu daB die elektri- 
schen Kontakte bzw. die AnschluBelemente 5 vor mechani- 
schen StreB geschiitzt werden. Leitungsbriiche konnen so 
vermieden werden. Des weiteren wird durch diese MaB- 
nahme gewahrleister, daB die AnschluBelemente 5 bzw. die 
Metailisierung der Leiterplaue 10 und des Siliziumchips 2 
vor Feuchtigkeit und somit vor Korrosion geschiitzt werden. 
Dies erhoht die Zuverlassigkeit und Ausbeute der Gehause- 
bauteile 19. 

Es ist voneilhaft, wenn mehrere Gehausebauteile 19 
gleichzeiug prozessiert werden konnen. Aus diesem Grund 
ist es vorteilhaft, wenn die HaJterung 14 fur die Gehause- 
bauteile 19 aus einer m x n-Matrix bestehen, wobei m die 
Anzahl der Spalten und n die Anzahl der Zeilen der Halte- 
rung 14 bezeichnet. In dieser m x n-Hallerungsmatrix lassen 
sich dann m x n Gehausebauteile 19 glcichzcitig fertigen. 
Dies senkt voneilhafterweise die Herstellungskosten der 
Gehausebauteile 19. 

Besonders vorteilhaft ist die Erfindung bei der Verwen- 
dung in einem sogenannten Chip-Scaled- Pack age -Gehause. 
Dabei kann der Halbleiterkorper 2 beispielsweise eine in so- 
genannter Flip-Chip-Technologie hergestellter Halbleiter- 
korper sein. Besonders vorteilhaft ist die Erfindung, wenn 
die AnschluBelemente 5 kugelfSrrnig ausgebildet sind und 
in Form einer Matrix an den Halbleiterkorper 2 gebondet 
sind. Ein derartiges Bauteil wird allgemein als Ball-Grid- 
Array-Gehause (BGA-Gehause) bezeichnet. Besonders vor- 
teilhaft ist auch die Verwendung des BGA-Gehauses in 
Kombination mit der CSP- Technologic In diesem Fall wird 
das Gehause als Micro-Ball-Grid-Array-Gehause (u-BGA) 
bezeichnet. 

Bezugszeichenliste 

1 Gehause 

2 Halbleiterkorper, Siliciumchip 

3 Kontaktstellen, AnschluBpads 

4 erste Oberflache. Chipvoderseite 

5 AnschluBelemente, Kontakte 

6 Stutzrahmen 

7 Randflache des Halbleiterkorpers 

8 zweite Oberflache, Chipriickseite 

9 Deckel 

10 Leiterplatte 

11 Breite des Spaltes bzw. des Stutzrahmens 
12Fuilstoff 

13 Passivierungsschicht 

14 Halterung 

15 Innenwand der Halterung (aus nichthaftendem Material) 

16 Spalte 

17 Kontaktelementlocher 

18 Auswurflocher 

19 Gehausebauteil 

20 erste Masse, Masse ftir den Stutzrahmen 

21 zweite Masse, Masse fur den Deckel 

Patentanspruche 

I. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper, 
- wobei der Halbleiterkorper (2) eine erste und 
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zweite Oberflache (4. 8), eine den Halbleiterkor- 
per (2) umfassende Randfiache (7) und eine Viel- 
zahl von Kontaktstellen (3) an der ersten Oberfla- 
che (4) aufweist, 
5 - mit einer Vielzahl von AnschluBelcmenten (5), 

die mindestens teilweise mit den Kontaktstellen 
(3) des Halbleiterkorpers (2) kontaktiert sind und 
uber die der Halbleiterkorper (2) mit einer Leiter- 
platte (10) elektrisch kontaktierbar ist, 
to - wobei das Gehause (1) den Halbleiterkorper (2) 

mindestens an der ersten Oberflache (1) und an 
der Randflache (7) abdeckt, dadurcb gekenn- 
zeichnet, daB das Gehause (1) zweiteilig ausge- 
fuhrt ist, 

15 - wobei der erste Teil des Gehauses (1) aus einem 

diinnen Stutzrahmen (6) besteht, der die Randfia- 
che (7) des Halbleiterkorpers (2) vollstandig urn- 
faBt, und 

- der zweite Teil des Gehauses (1) einen Deckel 
20 (9) aufweist, der flachendeckend die zweite Ober- 

flache (8) und zumindest teilweise die obere 
Kante des Stutzrahmens (6) uberdeckt. 

2. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Stiitzrah- 

25 men (6) uber die zweite Oberflache (8) des Halbleiter- 
korpers (2) ubersteht. 

3. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Stutzrahmens (6) aus einer er- 

30 sten Masse (20) und der Deckel aus einer zweiten 
Masse (21) besteht, wobei die erste Masse (20) eine ho- 
here Viskositat aufweist als die zweite Masse (21). 

4. Gehause fiir zumindest einen Halbleiterkorper nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 

35 kennzeichnet, daB die erste Masse (20) mi ndestens teil- 
weise aus einem Polymer besteht. 

5. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zweite Masse (21) mindestens 

40 teilweise aus Epoxidharz besteht. 

6. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die nicht mit Kontaktstellen (3) ver- 
sehenen Bereiche an der ersten Oberflache (4) des 

45 .. Halbleiterkorpers (2) mit einer Passivierungsschicht 
(13) uberdeckt sind. 

7. Gehause fur zumindest einen Halbleiterkorper nach 
einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Bereiche zwischen den An- 

50 schlufielementen (5) und der Leiterplatte (10) minde- 
stens teilweise durch einen Fullstoff (12) aufgefiillt 
sind. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Gehauses nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 7,gekennzeichnet durch fol- 

55 gende Verfahrensschritte: 

a) es wird eine Halterung (14) bereitgestellt, die 
zur Aufnahme des mit AnschluBelementen (5) 
verse hencn Halbleiterkorpers (2) vorgesehen ist, 

b) der Halbleiterkorper (2) wird in der Weise in 
60 der Halterung (14) positionieit, daB Randflache 

(7) des Halbleiterkorpers (2) und die Halterung 
(14) durch einen Spalt (16) bcabstandet sind. 

c) in den Spalt (16) wird die erste Masse (20) fiir 
den Stutzrahmen (6) eingebracht, 

65 d) auf die zweite Oberflache (8) des Halbleiter- 

korpers (2) wird flachendeckend die zweite Masse 
(21) fur den Deckel (9) aufgebrachl, 
e) der Stutzrahmen (6) und der Deckel (9) werden 
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ausgeharteL 

0 die Gehausebauteile (19) werden aus der Halle- 
rung (14) herausgelost. 

9. Vorrichiung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzcichnet, dafi die Halte- 5 
rung (14) eine Innenwand (15) aufweisL wobei die In- 
nenwand (15) mindestens teilweise aus nichthaftendem 
Material, insbesondere Teflon, besiehL 

10. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach einem der Anspriiche 8 bis 9. dadurch gekenn- 10 
zeichneu daB die Halterung (14) eine Matrix- ah n lie he 
Form aurweisu 
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